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(57) Hauptanspruch: Gehause (2), das einen ersten Leis-
tungshalbleiter-Die (11) und einen zweiten Leistungshalb-
leiter-Die (12) einschlief3t, wobei das Gehause (2) einen
Gehausekdrper (20) mit einer Gehauseoberseite (201)
und einer Gehausegrundflachenseite (202) aufweist,
wobei:

- sowohl der erste Leistungshalbleiter-Die (11) als auch der
zweite Leistungshalbleiter-Die (12) eine jeweilige Vorder-
seite (115, 125) und dieser gegeniberliegend eine jewei-
lige Rlckseite (116, 126) aufzeigen, wobei der erste Leis-
tungshalbleiter-Die (11) einen ersten Lastanschluss (111)
auf seiner Vorderseite (115) angeordnet und einen zweiten
Lastanschluss (112) auf seiner Riickseite (116) angeord-
net aufweist und wobei der zweite Leistungshalbleiter-Die
(12) einen ersten Lastanschluss (121) auf seiner Vorder-
seite (125) angeordnet und einen zweiten Lastanschluss
(122) auf seiner Riickseite (126) angeordnet aufweist;

- das Gehause (2) eine Leiterrahmenstruktur (21) aufweist,
die dazu konfiguriert ist, das Gehause (2) elektrisch und
mechanisch mit einer Stitze (7) zu koppeln, wobei die
Gehéausegrundflachenseite (202) der Stutze (7) zuge-
wandt ist, wobei die Leiterrahmenstruktur (21) Folgendes
umfasst:

a) eine gemeinsame Basis (210), wobei der zweite Lastan-
schluss (112) des ersten Leistungshalbleiter-Die (11)
elektrisch mit der gemeinsamen Basis (210) verbunden
ist, wobei seine Riickseite (116) der gemeinsamen Basis
(210) zugewandt ist, und wobei der erste Lastanschluss
(121) des zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) elektrisch
mit der gemeinsamen Basis (210) verbunden ist, wobei
seine Vorderseite (125) der gemeinsamen Basis (210)
zugewandt ist;

b) einen gemeinsamen Auflenanschluss (215), der sich
aus dem Gehausekorper (20) heraus erstreckt und elekt-
risch mit der gemeinsamen Basis (210) verbunden ist;

c) einen ersten AuRenanschluss (211), der sich aus dem
Gehdusekdrper (20) heraus erstreckt und elektrisch mit
dem ersten Lastanschluss (111) des ersten Leistungshalb-
leiter-Die (11) verbunden ist; und

d) einen zweiten AuRenanschluss (212), der sich aus dem
Gehausekdrper (20) heraus erstreckt, wobei der zweite
AuBenanschluss (212) elektrisch mit dem zweiten Lastan-
schluss (122) des zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) ver-
bunden ist und elektrisch von dem ersten AufRenanschluss
(211) isoliert ist;

- der zweite Leistungshalbleiter-Die (12) einen Teil einer
Stapeleinheit (31) bildet, wobei die Stapeleinheit (31)
innerhalb des Gehduses (2) eingeschlossen ist;

- die Stapeleinheit (31) eine monolithische Kopplungs-
schicht (300) umfasst, die zwischen der gemeinsamen
Basis (210) der Leiterrahmenstruktur (21) und der Vorder-
seite (125) des zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) ange-
ordnet ist; und

- die monolithische Kopplungsschicht (300) aus einem Iso-
lationsmaterial gefertigt ist und wenigstens einen Durch-
gang (310) aufweist, der mit einem elektrisch leitfahigen
Material gefillt ist; und

- der wenigstens eine Durchgang (310) die elektrische Ver-
bindung zwischen dem ersten Lastanschluss (121) des
zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) und der gemeinsa-
men Basis (210) bildet.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Beschreibung verweist auf Ausfih-
rungsformen eines Gehauses, das einen ersten Leis-
tungshalbleiter-Die und einen zweiten Leistungs-
halbleiter-Die einschliet. Diese Beschreibung
verweist ferner auf Ausfihrungsformen eines Verfah-
rens zum Verarbeiten eines Halbleiterwafers. Aul3er-
dem verweist diese Beschreibung auf Ausfiihrungs-
formen eines Leistungswandlers.

HINTERGRUND

[0002] Viele Funktionen moderner Vorrichtungen in
Automobil-, Verbraucher- und Industrieanwendun-
gen, wie etwa das Umwandeln elektrischer Energie
und das Antreiben eines Elektromotors oder einer
Elektromaschine, hangen von Leistungshalbleiter-
vorrichtungen ab.

[0003] Bipolartransistoren mit isoliertem Gate
(IGBTs), Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransisto-
ren (MOSFETs) und Dioden, um nur einige zu nen-
nen, werden zum Beispiel flr verschiedenste
Anwendungen verwendet, einschliellich unter ande-
rem flr Schalter in Leistungswandlern, z. B. Strom-
versorgungen.

[0004] Eine Leistungshalbleitervorrichtung umfasst
Ublicherweise einen oder mehrere Leistungshalblei-
ter-Dies, die jeweils in einem einzigen Chip integriert
sind und dazu konfiguriert sind, einen Laststrom ent-
lang eines Laststrompfades zwischen zwei Lastan-
schlissen des Dies zu leiten. Ferner kann der Last-
strompfad z. B. mittels einer isolierten Elektrode, die
manchmal als Gate-Elektrode bezeichnet wird,
gesteuert werden. Zum Beispiel kann die Steuer-
elektrode beim Empfangen eines entsprechenden
Steuersignals, z. B. von einem Treiber, die Leis-
tungshalbleitervorrichtung in  einen leitenden
Zustand oder einen sperrenden Zustand versetzen.

[0005] Nachdem der Leistungshalbleiter-Die herge-
stellt wurde, wird er Ublicherweise innerhalb eines
Gehauses installiert, z. B. auf eine Weise, die ermdg-
licht, dass das Gehause mit dem eingeschlossenen
Die innerhalb einer Anwendung, z. B. in einem Leis-
tungswandler, angeordnet wird, so dass z. B. der ein-
geschlossene Die mit einer Stltze, z. B. einer Leiter-
platte (PCB: Printed Circuit Board), gekoppelt
werden kann.

[0006] Zum Beispiel ist ein erster Leistungshalblei-
ter-Die, z. B. ein Transistor, innerhalb eines ersten
Gehdauses eingeschlossen und ist getrennt davon
ein zweiter Leistungshalbleiter-Die, z. B. eine
Diode, innerhalb eines zweiten Gehduses einge-
schlossen. Das erste Gehduse und das zweite
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Gehaduse kénnen getrennt voneinander innerhalb
einer Anwendung installiert, zum Beispiel auf einer
PCB montiert, sein. Durch elektrisches Verbinden
des ersten Gehauses und des zweiten Gehauses
miteinander sowie mit weiteren Komponenten, kann
ein Leistungswandler gebildet werden.

[0007] Es ist Ublicherweise wiinschenswert, einen
Leistungswandler mit einer kompakten Gestaltung,
niedrigen Leistungsverlusten und niedrigen Streuin-
duktivitdten bereitzustellen, wobei Leistungsverluste
und/oder Streuinduktivitdten z. B. durch einen elekt-
rischen Pfad verursacht werden kénnen, der zwei
Gehause verbindet, die getrennt voneinander ange-
ordnet sind.

[0008] Die US 2005/0161785 A1 beschreibt ein
Gehause, das zwei nebeneinander liegende Dies
integriert.

[0009] Die US 2014/0063744 A1 beschreibt ein
Gehause, das zwei nebeneinanderliegende Stapel
von jeweils zwei Ubereinander liegenden Dies integ-
riert.

[0010] Die US 8,410,592 B2 beschreibt ein
Gehause fir einen Die.

[0011] Die DE 102014 106 823 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Herstellen von Halbleiterbauelementen.
Das Verfahren beinhaltet das Bereitstellen eines Sta-
pels mit einem Halbleiterwafer und einem Glassubst-
rat mit Offnungen und mindestens einem Graben,
das an dem Halbleiterwafer angebracht ist. Der Halb-
leiterwafer weist mehrere Halbleiterbauelemente auf.
Die Offnungen des Glassubstrats lassen jeweilige
Bereiche der Halbleiterbauelemente durch das Glas-
substrat unbedeckt, und der Graben verbindet die
Offnungen. Eine Metallschicht wird mindestens an
freiliegenden Wénden des Grabens und den Offnun-
gen und an den unbedeckten Bereichen der Halblei-
terbauelemente des Halbleiterwafers ausgebildet.
Ein Metallgebiet wird durch Galvanisieren von Metall
in den Offnungen und dem Graben und durch nach-
folgendes Schleifen des Glassubstrats, um die Gra-
ben zu entfernen, ausgebildet. Der Stapel des Halb-
leiterwafers und des angebrachten Glassubstrats
wird geschnitten, um die Halbleiterbauelemente zu
trennen.

KURZDARSTELLUNG

[0012] Die vorliegende Erfindung ist durch den
unabhangigen Anspruch 1 definiert. Merkmale eini-
ger Ausflhrungsformen sind in den abhangigen
Anspriichen angegeben. Gemall einem Beispiel
schlielt ein Gehause einen ersten Leistungshalblei-
ter-Die und einen zweiten Leistungshalbleiter-Die
ein. Das Gehause weist einen Gehausekdrper mit
einer Gehauseoberseite und einer Gehausegrundfla-
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chenseite auf. Sowohl der erste Leistungshalbleiter-
Die als auch der zweite Leistungshalbleiter-Die zei-
gen eine jeweilige Vorderseite und dieser gegen-
Uberliegend eine jeweilige Rickseite auf, wobei der
erste Leistungshalbleiter-Die einen ersten Lastan-
schluss auf seiner Vorderseite angeordnet und
einen zweiten Lastanschluss auf seiner Ruckseite
angeordnet aufweist und wobei der zweite Leis-
tungshalbleiter-Die einen ersten Lastanschluss auf
seiner Vorderseite angeordnet und einen zweiten
Lastanschluss auf seiner Riickseite angeordnet auf-
weist. Das Gehause weist eine Leiterrahmenstruktur
auf, die dazu konfiguriert ist, das Gehause elektrisch
und mechanisch mit einer Stitze zu koppeln, wobei
die Gehdusegrundflachenseite der Stitze zuge-
wandt ist. Die Leiterrahmenstruktur umfasst Folgen-
des: a) eine gemeinsame Basis, wobei der zweite
Lastanschluss des ersten Leistungshalbleiter-Die
elektrisch mit der gemeinsamen Basis verbunden
ist, wobei seine Riickseite der gemeinsamen Basis
zugewandt ist, und wobei der erste Lastanschluss
des zweiten Leistungshalbleiter-Die elektrisch mit
der gemeinsamen Basis verbunden ist, wobei seine
Vorderseite der gemeinsamen Basis zugewandt ist;
b) einen gemeinsamen AufRenanschluss, der sich
aus dem Gehausekorper heraus erstreckt und elekt-
risch mit der gemeinsamen Basis verbunden ist; c)
einen ersten Auflenanschluss, der sich aus dem
Gehausekoérper heraus erstreckt und elektrisch mit
dem ersten Lastanschluss des ersten Leistungshalb-
leiter-Die verbunden ist; und d) einen zweiten Aul3en-
anschluss, der sich aus dem Gehausekdrper heraus
erstreckt, wobei der zweite AulRenanschluss elekt-
risch mit dem zweiten Lastanschluss des zweiten
Leistungshalbleiter-Die verbunden ist und elektrisch
von dem ersten AuRenanschluss isoliert ist. Der
zweite Leistungshalbleiter-Die bildet einen Teil einer
Stapeleinheit, wobei die Stapeleinheit innerhalb des
Gehaduses eingeschlossen ist. Die Stapeleinheit
umfasst eine monolithische Kopplungsschicht, die
zwischen der gemeinsamen Basis der Leiterrahmen-
struktur und der Vorderseite des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die angeordnet ist. Die monolithische
Kopplungsschicht ist aus einem Isolationsmaterial
gefertigt und weist wenigstens einen Durchgang
auf, der mit einem elektrisch leitfahigen Material
gefiillt ist. Der wenigstens eine Durchgang bildet die
elektrische Verbindung zwischen dem ersten Lastan-
schluss des zweiten Leistungshalbleiter-Die und der
gemeinsamen Basis aus.

[0013] Gemal einem weiteren Beispiel ist ein Leis-
tungswandler dazu konfiguriert, ein Eingabeleis-
tungssignal von einer Eingabeleistungsquelle zu
empfangen und das Eingabeleistungssignal in ein
Ausgabeleistungssignal umzuwandeln und das Aus-
gabeleistungssignal fiir eine Last bereitzustellen,
wobei der Leistungswandler wenigstens ein
Gehause umfasst. Das wenigstens eine Gehause
schlieft einen ersten Leistungshalbleiter-Die und
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einen zweiten Leistungshalbleiter-Die ein. Das
wenigstens eine Gehause weist einen Gehdusekor-
per mit einer Gehduseoberseite und einer Gehause-
grundflachenseite auf. Sowohl der erste Leistungs-
halbleiter-Die als auch der zweite
Leistungshalbleiter-Die zeigen eine jeweilige Vorder-
seite und dieser gegeniberliegend eine jeweilige
Ruckseite auf, wobei der erste Leistungshalbleiter-
Die einen ersten Lastanschluss auf seiner Vorder-
seite angeordnet und einen zweiten Lastanschluss
auf seiner Riickseite angeordnet aufweist und
wobei der zweite Leistungshalbleiter-Die einen ers-
ten Lastanschluss auf seiner Vorderseite angeordnet
und einen zweiten Lastanschluss auf seiner Rick-
seite angeordnet aufweist. Das wenigstens eine
Gehduse weist eine Leiterrahmenstruktur auf, die
dazu konfiguriert ist, das wenigstens eine Gehause
elektrisch und mechanisch mit einer Stiitze zu kop-
peln, wobei die Gehausegrundflaichenseite der
Stltze zugewandt ist. Die Leiterrahmenstruktur
umfasst Folgendes: a) eine gemeinsame Basis,
wobei der zweite Lastanschluss des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die elektrisch mit der gemeinsamen
Basis verbunden ist, wobei seine Ruckseite der
gemeinsamen Basis zugewandt ist, und wobei der
erste Lastanschluss des zweiten Leistungshalblei-
ter-Die elektrisch mit der gemeinsamen Basis ver-
bunden ist, wobei seine Vorderseite der gemeinsa-
men Basis zugewandt ist; b) einen gemeinsamen
Aulenanschluss, der sich aus dem Gehausekorper
heraus erstreckt und elektrisch mit der gemeinsamen
Basis verbunden ist; c) einen ersten Aulienan-
schluss, der sich aus dem Gehausekorper heraus
erstreckt und elektrisch mit dem ersten Lastan-
schluss des ersten Leistungshalbleiter-Die verbun-
den ist; und d) einen zweiten AuRenanschluss, der
sich aus dem Gehausekdrper heraus erstreckt,
wobei der zweite AuRenanschluss elektrisch mit
dem zweiten Lastanschluss des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die verbunden ist und elektrisch von dem
ersten AuRenanschluss isoliert ist. Der zweite Leis-
tungshalbleiter-Die bildet einen Teil einer Stapelein-
heit, wobei die Stapeleinheit innerhalb des Gehau-
ses eingeschlossen ist. Die Stapeleinheit umfasst
eine monolithische Kopplungsschicht, die zwischen
der gemeinsamen Basis der Leiterrahmenstruktur
und der Vorderseite des zweiten Leistungshalblei-
ter-Die angeordnet ist. Die monolithische Kopplungs-
schicht ist aus einem Isolationsmaterial gefertigt und
weist wenigstens einen Durchgang auf, der mit
einem elektrisch leitfahigen Material gefillt ist. Der
wenigstens eine Durchgang bildet die elektrische
Verbindung zwischen dem ersten Lastanschluss
des zweiten Leistungshalbleiter-Die und der gemein-
samen Basis aus.

[0014] Gemal einem Beispiel umfasst ein Verfah-
ren Folgendes: Bereitstellen eines verarbeiteten ers-
ten Wafers, wobei der erste Wafer eine Vorderseite
und eine Rickseite aufweist und mehrere Leistungs-
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halbleiter-Dies beinhaltet, die innerhalb des ersten
Wafers durch Verarbeiten seiner Vorderseite imple-
mentiert wurden, wobei jeder der Leistungshalblei-
ter-Dies einen ersten Lastanschluss auf der Vorder-
seite und einen zweiten Lastanschluss auf der
Ruckseite aufweist; Bereitstellen eines nichtverarbei-
teten zweiten Wafers, der aus einem elektrisch iso-
lierenden Material gefertigt ist und eine erste Seite
und eine dieser gegeniberliegende zweite Seite auf-
weist; Bilden mehrerer Vertiefungen innerhalb des
zweiten Wafers; Fillen der mehreren Vertiefungen
mit einem leitfahigen Material; Bilden eines Stapels
durch Anbringen des zweiten Wafers an der Vorder-
seite des ersten Wafers vor dem oder anschliel3end
an den Fullschritt, wobei das leitfahige Material die
ersten Lastanschlisse der Leistungshalbleiter-Dies
elektrisch kontaktiert; und Sicherstellen, dass das
leitfahige Material eine elektrische Verbindung zwi-
schen der ersten Seite und der zweiten Seite des
zweiten Wafers bereitstellt.

[0015] Zusatzliche Merkmale und Vorteile werden
fir einen Fachmann bei der Lektire der folgenden
ausfuhrlichen Beschreibung und bei der Betrachtung
der begleitenden Zeichnungen ersichtlich.

Figurenliste

[0016] Die Teile in den Figuren sind nicht notwendi-
gerweise malistabsgetreu, stattdessen wird Wert auf
die Veranschaulichung von Prinzipien der Erfindung
gelegt. Darlber hinaus kénnen in den Figuren
Bezugsziffern entsprechende Teile bezeichnen. In
den Zeichnungen gilt:

Fig. 1A-B veranschaulichen jeweils einen
Abschnitt einer perspektivischen Ansicht eines
Gehauses gemal einer oder mehreren Ausflh-
rungsformen schematisch und beispielhaft;

Fig. 2 veranschaulicht einen Abschnitt eines
vertikalen Querschnitts eines ersten Leistungs-
halbleiter-Die und einen Abschnitt eines vertika-
len Querschnitts eines zweiten Leistungshalb-
leiter-Die  gemal einer oder mehreren
Ausflhrungsformen schematisch und beispiel-
haft;

Fig. 3A-B veranschaulichen jeweils einen
Abschnitt eines vertikalen Querschnitts eines
Gehauses gemal einer oder mehreren Ausfih-
rungsformen schematisch und beispielhaft;

Fig. 4 veranschaulicht einen Abschnitt einer
Schaltungsanordnung eines Leistungswandlers
gemal einer oder mehreren Ausfihrungsfor-
men schematisch und beispielhaft;

Fig. 5 veranschaulicht einen Abschnitt eines
vertikalen  Querschnitts eines  Gehauses
gemal einer oder mehreren Ausfiihrungsfor-
men schematisch und beispielhaft; und
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Fig. 6A-B veranschaulichen beide einen
Abschnitt eines vertikalen Querschnitts eines
Gehauses gemal einer oder mehreren Ausfih-
rungsformen schematisch und beispielhaft;

Fig. 7 veranschaulicht einen Abschnitt einer
horizontalen Projektion eines zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die gemaR einer oder mehreren
Ausfiihrungsformen schematisch und beispiel-
haft;

Fig. 8 veranschaulicht basierend auf Abschnit-
ten horizontaler Projektionen und Abschnitten
vertikaler Querschnitte ein Flussdiagramm
eines Verfahrens gemaf einer oder mehreren
Ausfihrungsformen schematisch und beispiel-
haft;

Fig. 9 veranschaulicht basierend auf Abschnit-
ten vertikaler Querschnitte ein Flussdiagramm
eines Verfahrens gemaf einer oder mehreren
Ausfihrungsformen schematisch und beispiel-
haft; und

Fig. 10 veranschaulicht basierend auf Abschnit-
ten vertikaler Querschnitte ein Flussdiagramm
eines Verfahrens gemal einer oder mehreren
Ausfihrungsformen schematisch und beispiel-
haft.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0017] In der folgenden ausfihrlichen Beschreibung
wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug
genommen, die einen Teil hiervon bilden und in
denen als Veranschaulichung spezielle Ausfih-
rungsformen gezeigt sind, in denen die Erfindung
praktiziert werden kann.

[0018] In dieser Hinsicht kann Richtungsterminolo-
gie wie etwa ,oben®, ,unten®, ,unterhalb®, ,vor, ,hin-
ter®, ,ruck®, ,anfihrend®, ,anhangend, ,uber* usw.
unter Bezugnahme auf die Orientierung der
beschriebenen Figuren verwendet werden. Weil
Teile von Ausfihrungsformen in einer Reihe ver-
schiedener Orientierungen positioniert sein kénnen,
wird die Richtungsterminologie zu Zwecken der Ver-
anschaulichung verwendet und ist in keiner Weise
beschrankend. Es versteht sich, dass andere Aus-
fuhrungsformen genutzt und strukturelle oder logi-
sche Anderungen vorgenommen werden kénnen,
ohne vom Schutzumfang der vorliegenden Erfindung
abzuweichen. Die folgende ausfiihrliche Beschrei-
bung ist deshalb nicht in einem beschrankenden
Sinn zu verstehen und der Schutzumfang der vorlie-
genden Erfindung wird durch die beiliegenden
Anspriiche definiert.

[0019] Es wird nun ausfiihrlich auf unterschiedliche
Ausfuhrungsformen Bezug genommen, von welchen
ein oder mehrere Beispiele in den Figuren veran-
schaulicht sind. Jedes Beispiel wird als Erklarung
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bereitgestellt und soll die Erfindung nicht beschréan-
ken. Merkmale, die als Teil einer Ausfihrungsform
veranschaulicht oder beschrieben werden, kdénnen
beispielsweise auf oder kombiniert mit anderen Aus-
fihrungsformen angewandt werden, um noch eine
weitere Ausflihrungsform zu erhalten. Die vorlie-
gende Erfindung soll solche Modifikationen und
Variationen einschlieRen. Die Beispiele werden
unter Gebrauch einer speziellen Sprache beschrie-
ben, die nicht als den Schutzumfang der beiliegen-
den Anspriche beschrankend ausgelegt werden
soll. Die Zeichnungen sind nicht malfistabsgetreu
und dienen lediglich veranschaulichenden Zwecken.
Zum Zwecke der Klarheit wurden in den verschiede-
nen Zeichnungen die gleichen Elemente oder Her-
stellungsschritte mit den gleichen Bezugszeichen
bezeichnet, sofern nichts anderes angegeben ist.

[0020] Der Begriff ,horizontal“, wie er in dieser
Beschreibung verwendet wird, soll eine Orientierung
im Wesentlichen parallel zu einer horizontalen Ober-
flache eines Halbleitersubstrats oder einer Halblei-
terstruktur beschreiben. Dies kann beispielsweise
die Oberflache eines Halbleiterwafers oder eines
Die oder eines Chips sein. Sowohl die (erste) laterale
Richtung X als auch die (zweite) laterale Richtung Y,
die unten erwéhnt sind, kénnen beispielsweise hori-
zontale Richtungen sein, wobei die erste laterale
Richtung X und die zweite laterale Richtung Y senk-
recht zueinander stehen kénnen.

[0021] Der Begriff ,vertikal‘, wie er in dieser
Beschreibung verwendet wird, soll eine Orientierung
beschreiben, die im Wesentlichen senkrecht zu der
horizontalen Oberflache ausgerichtet ist, d. h. paral-
lel zu der Normalen der Oberflache des Halbleiterwa-
fers/-chips/- Die. Die unten erwahnte Ausdehnungs-
richtung Z kann zum Beispiel eine
Ausdehnungsrichtung sein, die sowohl zur ersten
lateralen Richtung X als auch zur zweiten lateralen
Richtung Y senkrecht steht.

[0022] In dem Zusammenhang der vorliegenden
Beschreibung sollen die Ausdriicke ,in ohmschem
Kontakt®, ,in elektrischem Kontakt, ,in ohmscher
Verbindung“ und ,elektrisch verbunden® beschrei-
ben, dass eine niederohmige elektrische Verbindung
oder ein niederohmiger Strompfad zwischen zwei
Gebieten, Abschnitten, Zonen, Anteilen oder Teilen
der hier beschriebenen Vorrichtung vorliegt. Ferner
soll der Ausdruck ,in Kontakt in dem Zusammen-
hang der vorliegenden Beschreibung beschreiben,
dass eine direkte physische Verbindung zwischen
zwei Elementen der entsprechenden Halbleitervor-
richtung vorliegt; z. B. beinhaltet ein Ubergang zwi-
schen zwei miteinander in Kontakt stehenden Ele-
menten madglicherweise kein weiteres
Zwischenelement oder dergleichen.
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[0023] Zusatzlich wird in dem Zusammenhang der
vorliegenden Beschreibung der Ausdruck ,elektri-
sche Isolation in dem Zusammenhang seines allge-
mein gltigen Verstandnisses, falls nicht anderweitig
angegeben, verwendet und soll somit beschreiben,
dass zwei oder mehr Komponenten getrennt vonei-
nander positioniert sind und dass es keine ohmsche
Verbindung gibt, die diese Komponenten verbindet.
Jedoch koénnen Komponenten, die voneinander
elektrisch isoliert sind, trotzdem miteinander gekop-
pelt, beispielsweise mechanisch gekoppelt und/oder
kapazitiv gekoppelt und/oder induktiv gekoppelt,
sein. Um ein Beispiel anzufiihren, kénnen zwei Elekt-
roden eines Kondensators elektrisch voneinander
isoliert sein und koénnen gleichzeitig mechanisch
und kapazitiv miteinander gekoppelt sein, z. B. mit-
tels einer Isolierung, z. B. eines Dielektrikums.

[0024] Spezielle in dieser Beschreibung beschrie-
bene Ausfihrungsformen betreffen, ohne darauf
beschrankt zu sein, einen oder mehrere Leistungs-
halbleiter-Dies, z. B. Leistungshalbleiter-Dies, die
innerhalb eines Leistungswandlers, z. B. einer Leis-
tungsversorgung, verwendet werden kénnen. Dem-
entsprechend koénnen die Leistungshalbleiter-Dies
bei einer Ausfiihrungsform jeweils dazu konfiguriert
sein, einen Laststrom zu fiihren, der einer Last zuge-
fuhrt werden soll und/oder der entsprechend von
einer Leistungsquelle bereitgestellt wird. Beispiels-
weise kdnnen die hier beschriebenen Dies eine
oder mehrere aktive Leistungshalbleiterzellen
umfassen, wie etwa eine monolithisch integrierte
Diodenzelle und/oder eine monolithisch integrierte
Transistorzelle und/oder eine monolithisch integ-
rierte IGBT-Zelle und/oder eine monolithisch integ-
rierte RC-IGBT-Zelle und/oder eine monolithisch
integrierte MOS-Gated-Diode(MGD)-Zelle und/oder
eine monolithisch integrierte MOSFET-Zelle und/o-
der Ableitungen davon. Mehrere solche Diodenzel-
len und/oder solche Transistorzellen kénnen in dem
jeweiligen Die integriert sein.

[0025] Ohne darauf beschrankt zu sein, kann der
unten ausfihrlicher beschriebene erste Leistungs-
halbleiter-Die ein Leistungstransistor, z. B. ein MOS-
FET, sein. Der unten ausfihrlicher beschriebene
zweite Leistungshalbleiter-Die kann eine Leistungs-
diode, z. B. eine SiC-basierte Diode, sein. Bei einer
anderen Ausflihrungsform sind sowohl der erste
Leistungshalbleiter-Die als auch der zweite Leis-
tungshalbleiter-Die als eine jeweilige Diode imple-
mentiert. Bei einer noch anderen Ausfiihrungsform
sind sowohl der erste Leistungshalbleiter-Die als
auch der zweite Leistungshalbleiter-Die als ein jewei-
liger Transistor implementiert. Bei einer noch ande-
ren Ausfihrungsform ist der erste Leistungshalblei-
ter-Die eine Diode und ist der zweite
Leistungshalbleiter-Die ein Transistor.
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[0026] Der Ausdruck ,Leistungshalbleiter-Die“, wie
in dieser Beschreibung verwendet, soll einen einzi-
gen Die mit hohen Spannungssperr- und/oder
hohen Stromflhrungsféhigkeiten beschreiben. Mit
anderen Worten ist ein solcher Leistungshalbleiter-
Die fir einen starken Strom, typischerweise im
Ampere-Bereich, z. B. von bis zu 5 oder 300 Ampere,
und/oder fir Spannungen, typischerweise oberhalb
von 15 V, typischer von bis zu 40 V und darlber, z.
B. bis zu wenigstens 500 V oder mehr als 500 V, z. B.
wenigstens 600 V, gedacht.

[0027] Zum Beispiel kdnnen die hier beschriebenen
Leistungshalbleiter-Dies Dies sein, die dazu konfigu-
riert sind, als eine Leistungskomponente in einer Nie-
der-, Mittel- und/oder Hochspannungsanwendung
eingesetzt zu werden. Zum Beispiel bezieht sich der
Ausdruck ,Leistungshalbleiter-Die, wie in dieser
Beschreibung verwendet, nicht auf logische Halblei-
tervorrichtungen, die z. B. zum Speichern von Daten,
Berechnen von Daten und/oder fir andere Arten von
halbleiterbasierter Datenverarbeitung verwendet
werden.

[0028] Bevor er in einer Anwendung eingesetzt wer-
den kann, wird ein Leistungshalbleiter-Die Ublicher-
weise in ein Gehduse aufgenommen, das eine
mechanische Montage und elektrische Verbindung
des Die innerhalb der Anwendung ermobglichen
kann. Zum Beispiel kann dies Anwenden der Ober-
flachenmontagetechnologie (SMT: Surface-Mount
Technology) beinhalten.

[0029] Ohne darauf beschrankt zu sein, sind Aus-
fihrungsbeispiele des hier beschriebenen Gehauses
SMD-Gehause (SMD: Surface-Mount Device - Ober-
flachenmontagevorrichtung). Zum Beispiel sind Aus-
fihrungsformen des hier offenbarten Gehauses
SMD-Gehause mit flachen Kontakten, die an eine
Stltze, z. B. eine PCB, anschlief3en.

[0030] Sowohl Fig. 1A als auch Fig. 1B veran-
schaulichen einen Abschnitt einer perspektivischen
Ansicht eines Gehauses 2 gemal manchen Ausfiih-
rungsformen schematisch und beispielhaft. Das
Gehause 2 kann einen Gehausekoérper 20 aufweisen
und eine Gehauseoberseite 201 und eine Gehause-
grundflachenseite 202 aufzeigen. Gehauseseiten-
wande 203 kénnen sich von der Gehausegrundfla-
chenseite 202 zu der Gehauseoberseite 201
erstrecken. Zum Beispiel ist ein Gehauserand 204
dort gebildet, wo die Gehduseoberseite 201 an die
Gehauseseitenwande 203 angrenzt.

[0031] Gemal den veranschaulichten Ausfiihrungs-
beispielen kann das Gehause 2 eine SMD-Konfigu-
ration aufzeigen.

[0032] Zum Beispiel kann das Gehause 2 gemal
der in Fig. 1B veranschaulichten Ausfliihrungsform
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eine Kuhlungsoberseite (TSC) 22 aufweisen und
daher eine SMD-TSC-Konfiguration aufzeigen. Zum
Beispiel ist die Kuhlungsoberseite 22 durch eine
AuRenoberflache einer gemeinsamen Basis einer
Leiterrahmenstruktur des Gehauses 2 gebildet, was
mit Bezug auf Fig. 3B ausflhrlicher beschrieben
wird.

[0033] Die Kihlungsoberseite 22 kann aus einem
elektrisch leitfahigen Material gefertigt sein. Zum Bei-
spiel ist die Kiihlungsoberseite 22 im Wesentlichen
komplanar mit der Gehauseoberseite 201 angeord-
net; z. B. ragt die Kuhlungsoberseite 22 nicht oder
nur wenig von der Gehduseoberseite 201 hervor.
Die Kihlungsoberseite 22 kann einen horizontalen
Oberflachenbereich aufweisen, der wenigstens 50
%, wenigstens 60 % oder sogar mehr als 80 %
(aber weniger als 100 %) des gesamten Oberfla-
chenbereichs der Gehauseoberseite 201 betragt.
Dieser Oberflachenbereich kann fir die Umgebung
des Gehausekorpers 20 freiliegen, d. h., der Oberfla-
chenbereich der Kihlungsoberseite 22 ist nicht
innerhalb des Gehausekoérpers 20 eingeschlossen,
sondern bildet einen Teil einer Auflenwand. Das
Gehéuse 2 ist zum Beispiel ein Oberseitenkiihlungs
(TSC: Top Side Cooling)-Gehause, wobei die Geh-
auseoberseite 201 mit der Kihlungsoberseite 22
ausgestattet ist. Zum Beispiel verlasst wenigstens
der Grolteil der zu dissipierenden Warme den Geh-
ausekorper 20 Uber die Kihlungsoberseite 22.

[0034] Allerdings sind die hier beschriebenen Aus-
fuhrungsformen des Gehauses 2 nicht auf diese bei-
spielhaften Konfigurationen beschrankt; geman
anderen Ausfiihrungsformen kann das Gehaduse 2
eine Konfiguration aufzeigen, die von einer SMD-
Konfiguration verschieden ist. Wie in Fig. 1A veran-
schaulicht, kann das Gehause 2 eine SMD-Konfigu-
ration aufzeigen, die von einer SMD-TSC-Konfigura-
tion verschieden ist.

[0035] Zum Beispiel ist das Gehause 2 gemal der
(nicht veranschaulichten) Durchkontaktmontage-
technik (Through-Hole Technology) anstelle der
SMD-Technologie konfiguriert.

[0036] Nun unter Bezugnahme auf jede von Fig. 1A-
B und Fig. 3A-B umfasst das Gehause 2 eine Leiter-
rahmenstruktur 21, die dazu konfiguriert ist, das
Gehause 2 elektrisch und mechanisch mit einer
Stlitze 7 zu koppeln, wobei z. B. die Gehdusegrundf-
lachenseite 202 der Stiitze 7 zugewandt ist. Die
Stltze 7 kann z. B. eine Leiterplatte (PCB) oder der-
gleichen sein. Zum Beispiel zeigt Fig. 3A einen ver-
tikalen Querschnitt einer Ausfiihrungsform des in
Fig. 1A veranschaulichten Gehauses 2. Ferner
zeigt Fig. 3B einen vertikalen Querschnitt einer Aus-
fihrungsform des in Fig. 1B veranschaulichten Geh-
auses 2.
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[0037] Die Leiterrahmenstruktur 21 umfasst einen
ersten Aulienanschluss 211, der sich aus dem Geh-
ausekorper 20 heraus erstreckt, und einen zweiten
Aulienanschluss 212, der sich auch aus dem Geh-
ausekorper 20 heraus erstreckt. Wie veranschau-
licht, kann es mehr als einen ersten Aulienanschluss
211 und mehr als einen zweiten AulRenanschluss
212 geben.

[0038] Der (die) erste(n) AuBenanschluss (Aufien-
anschlisse) 211 kann (kdnnen) elektrisch von dem
(den) zweiten AuRenanschluss (AuRenanschliissen)
212 isoliert sein, z. B. wenigstens innerhalb des Inne-
ren des Gehausekadrpers 20.

[0039] Zum Beispiel ist jeder des (der) ersten
AuBenanschlusses (Auflenanschlisse) 211 und
des (der) zweiten AuRenanschluss (Aullenan-
schliisse) 212 als ein flacher Kontakt konfiguriert.
Ferner kénnen sich der (die) erste(n) Auflenan-
schluss (AuRBenanschliisse) 211 und der (die)
zweite(n) AuBenanschluss (AuRenanschliisse) 212
aus den Gehauseseitenwanden 203 des Gehauses
2 heraus erstrecken, wie beispielhaft in Fig. 1A-B
veranschaulicht ist.

[0040] Nun zuséatzlich unter Bezugnahme auf Fig. 2
kann das Gehause 2 einen ersten Leistungshalblei-
ter-Die 11 und einen zweiten Leistungshalbleiter-Die
12 einschlieflen. Zum Beispiel sind der erste Leis-
tungshalbleiter-Die 11 und der zweite Leistungshalb-
leiter-Die 12 getrennt voneinander bereitgestellt. Bei
einer Ausfiihrungsform wird ein erster Prozess zum
Herstellen des ersten Leistungshalbleiter-Die 11 ein-
gesetzt, der z. B. ein Transistor, wie etwa ein MOS-
FET, sein kann, und wird ein zweiter Prozess, der z.
B. von dem ersten Prozess verschieden ist, zum Her-
stellen des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 einge-
setzt, der zum Beispiel eine Diode, wie etwa eine
SiC-basierte Diode, sein kann. Zum Beispiel wird
der erste Leistungshalbleiter-Die 11 aus einem Halb-
leiterwafer einschlielllich Dies eines ersten Typs
herausgetrennt und wird der zweite Leistungshalblei-
ter-Die 12 aus einem anderen Halbleiterwafer ein-
schlieBlich Dies eines zweiten Typs herausgetrennt.
Bei einer anderen Ausfiihrungsform sind die beiden
Leistungshalbleiter-Dies 11 und 12 als eine jeweilige
Diode (oder als ein jeweiliger Transistor) implemen-
tiert und kénnen daher aus einem gemeinsamen
Wafer herausgetrennt werden. Jedoch werden,
selbst wenn die Leistungshalbleiter-Dies 11, 12 aus
einem gemeinsamen Wafer herausgetrennt werden,
sie immer noch getrennt voneinander gemafg einer
Ausflhrungsform bereitgestellt.

[0041] Bei einer Ausfihrungsform wurden sowohl
der erste Leistungshalbleiter-Die 11 als auch der
zweite Leistungshalbleiter-Die 12 hergestellt, indem
die jeweiligen Vorderseiten 115, 125 mehreren Ver-
arbeitungsschritten unterzogen wurden, die einen
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oder mehrere der folgenden beinhalten: einen
Implantationsverarbeitungsschritt, einen Epitaxiever-
arbeitungsschritt, einen Diffusionsverarbeitungs-
schritt, einen Abscheidungsverarbeitungsschritt,
einen lithographischen Verarbeitungsschritt, einen
Atzverarbeitungsschritt.

[0042] Zum Beispiel werden die beiden Vordersei-
ten 115 und 125 lateral strukturiert, z. B. wenigstens
mit Bezug auf ein aktives Gebiet und ein Randa-
bschlussgebiet und/oder eine oder mehrere zusatz-
liche Abschlussstrukturen oder dergleichen.

[0043] Im Gegensatz dazu werden bei einer Ausfiih-
rungsform die beiden Rickseiten 116 und 126 nicht
lateral strukturiert, sondern kdnnen im Wesentlichen
aus einer jeweiligen homogen gebildeten Rlcksei-
tenmetallisierung bestehen.

[0044] Sowohl der erste Leistungshalbleiter-Die 11
als auch der zweite Halbleiter-Die 12 kdnnen eine
vertikale Konfiguration aufzeigen. Zum Beispiel ist
ein erster Lastanschluss 111 des ersten Leistungs-
halbleiter-Die 11 auf der Vorderseite 115 des ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 angeordnet und ist der
zweite Lastanschluss 112 auf einer Rickseite 116
angeordnet. Die Rickseite 116 und die Vorderseite
115 sind einander gegenlberliegend angeordnet.

[0045] Analog dazu ist ein erster Lastanschluss 121
des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 auf einer Vor-
derseite 125 des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12
angeordnet und ist ein zweiter Lastanschluss 122 auf
einer Ruckseite 126 des zweiten Leistungshalblei-
ters 12 angeordnet. Die Rickseite 126 und die Vor-
derseite 125 sind einander gegeniberliegend ange-
ordnet.

[0046] Zum Beispiel kénnen die zweiten Lastan-
schlisse 122 und 112 eine jeweilige Ruckseitenme-
tallisierung umfassen bzw. daraus gefertigt sein. Die
ersten Lastanschlisse 111 und 121 kdénnen die
jeweilige Vorderseitenmetallisierung umfassen bzw.
daraus gefertigt sein.

[0047] Der erste Leistungshalbleiter-Die 11 kann
dazu konfiguriert sein, einen ersten Laststrom zwi-
schen seinem ersten Lastanschluss 111 und seinem
zweiten Lastanschluss 112 entlang eines Pfades
parallel zu der vertikalen Richtung Z zu leiten. Analog
dazu kann der zweite Leistungshalbleiter-Die 12
dazu konfiguriert sein, einen zweiten Laststrom zwi-
schen seinem ersten Lastanschluss 121 und seinem
zweiten Lastanschluss 122 entlang eines Pfades
parallel zu der vertikalen Richtung Z zu leiten.

[0048] Bei einer Ausfiihrungsform flie3en der erste
Laststrom des ersten Leistungshalbleiter-Die 11 und
der zweite Laststrom des zweiten Leistungshalblei-



DE 10 2017 127 089 B4 2022.05.25

ter-Die 12, bei Installation innerhalb des Gehauses 2,
in der gleichen Richtung.

[0049] Bei einer Ausfiihrungsform ist der erste Last-
anschluss 111 des ersten Leistungshalbleiter-Die 11
ein Source-Anschluss oder ein Emitteranschluss
oder ein Anodenanschluss. Der zweite Lastan-
schluss 112 des ersten Leistungshalbleiter-Die 11
kann ein Drain-Anschluss oder ein Kollektoran-
schluss oder ein Kathodenanschluss sein. Der erste
Lastanschluss 121 des zweiten Leistungshalbleiter-
Die 12 kann ein Anodenanschluss oder ein Source-
Anschluss oder ein Emitteranschluss sein. Der
zweite Lastanschluss 122 des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die 12 kann ein Kathodenanschluss oder
ein Drain-Anschluss oder ein Kollektoranschluss
sein.

[0050] Wie oben erlautert, kann der erste Leistungs-
halbleiter-Die 11 ein MOSFET oder eine Diode sein
und kann der zweite Leistungshalbleiter-Die 12 eine
Diode, z. B. eine SiC-basierte Diode, sein.

[0051] Nun unter ausfiihrlicherer Bezugnahme auf
Fig. 3A-B kann der Leiterrahmen 21 ferner eine
gemeinsame Basis 210 umfassen. Zum Beispiel
dient die gemeinsame Basis 210 als eine elektrisch
leitende Montagestiitze fiir sowohl den ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 als auch den zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die 12 innerhalb des Inneren des
Gehausekorpers 20. Ferner kann die gemeinsame
Basis 210 einen Teil einer elektrischen Verbindung
zwischen dem zweiten Lastanschluss 112 (z. B.
einem Drain-Anschluss) des ersten Leistungshalblei-
ter-Die 11 (z. B. eines MOSFET) und dem ersten
Lastanschluss 121 (z. B. einem Anodenanschluss)
des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 (z. B. einer
Diode) bilden.

[0052] Die gemeinsame Basis 210 kann eine mono-
lithische elektrisch leitfahige Platte sein, die z. B.
horizontal und wenigstens teilweise innerhalb des
Inneren des Gehausekoérpers 20 angeordnet ist. Die
monolithische elektrisch leitfahige Platte kann die
Unterseite des Gehausekorpers 20 bilden bzw.
geringflgig von der Unterseite des Gehausekorpers
20 verschoben sein, z. B. mittels einer Schicht, die
aus einem lIsolationsmaterial 27 gebildet ist, wie in
Fig. 3A veranschaulicht ist. Bei einer anderen Aus-
fihrungsform, falls z. B. als ein TSC-Gehause 2
gebildet (vergleiche Fig. 1 B und Fig. 3B), kann die
monolithische elektrisch leitfahige Platte innerhalb
eines oberen Teils des Gehausekorpers 20 angeord-
net sein bzw. geringfligig von der Gehauseoberseite
201 nach innen in dem Gehausekoérper 10 verscho-
ben sein (z. B. auch mittels einer Schicht, die aus
einem nichtgezeigten Isolationsmaterial 27 gebildet
ist, ahnlich zu Fig. 3A).

[0053] Bei einer Ausfihrungsform, wie in Fig. 3B
veranschaulicht, weist die monolithische elektrisch
leitfahige Platte der gemeinsamen Basis 210 eine
Oberflache auerhalb des Gehausekdrpers 20 auf,
wobei die AulRenoberflache die Kihlungsoberseite
22 des Gehauses 2 bildet.

[0054] Die monolithische elektrisch leitfahige Platte
der gemeinsamen Basis 210 weist wenigstens eine
Innenoberflache auf, auf der der erste Leistungshalb-
leiter-Die 11 und der zweite Leistungshalbleiter-Die
montiert sind. Die Oberflache der monolithischen
elektrisch leitfahigen Platte der gemeinsamen Basis
210, die dieser Innenoberflache gegeniiberliegt,
kann auch eine Innenoberflache (wie in Fig. 3A ver-
anschaulicht) oder eine AuRenoberflache, wie in
Fig. 3B veranschaulicht, sein.

[0055] Zum Beispiel ist, wie in Fig. 3A veranschau-
licht, der zweite Lastanschluss 112 des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 elektrisch mit der gemeinsa-
men Basis 210 verbunden, wobei seine Rickseite
116 der gemeinsamen Basis 210 zugewandt ist und
seine Vorderseite 115 der Gehauseoberseite 201
zugewandt ist, wobei der erste Lastanschluss 121
des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 elektrisch
mit der gemeinsamen Basis 210 verbunden ist,
wobei seine Vorderseite 125 der gemeinsamen
Basis 210 zugewandt ist und seine Rickseite 126
der Gehauseoberseite 201 zugewandt ist. Dement-
sprechend kann diese Konfiguration, falls der zweite
Leistungshalbleiter-Die 12 eine Diode ist, eine soge-
nannte  Anode-Down(Anode-unten)-Konfiguration
darstellen. Bei einer anderen Ausfiihrungsform ist,
wie in Fig. 3B veranschaulicht, der zweite Lastan-
schluss 112 des ersten Leistungshalbleiter-Die 11
elektrisch mit der gemeinsamen Basis 210 verbun-
den, wobei seine Riickseite 116 der gemeinsamen
Basis 210 zugewandt ist und seine Vorderseite 115
der Gehausegrundflachenseite 202 zugewandt ist,
wobei der erste Lastanschluss 121 des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die 12 elektrisch mit der gemeinsa-
men Basis 210 verbunden ist, wobei seine Vorder-
seite 125 der gemeinsamen Basis 210 zugewandt
ist und seine Rickseite 126 der Gehausegrundfla-
chenseite 202 zugewandt ist. Dementsprechend
kann bei der letzteren Konfiguration diese Konfigura-
tion, falls der erste Leistungshalbleiter-Die 11 ein
MOSFET ist, eine sogenannte Source-Down
(Source-unten)-Konfiguration darstellen.

[0056] Zum Beispiel ist die gemeinsame Basis 210
in entweder dem unteren Teil des Inneren des Geh-
ausekorpers 20 (vergleiche Fig. 3A) oder in dem
oberen Teil des Inneren des Gehausekodrpers 20
(vergleiche Fig. 3B) angeordnet. Das Innere des
Gehausekorpers 20 kann z. B. ein Isolationsmaterial
27, z. B. eine Vergussmasse, beinhalten.
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[0057] Wie oben erklart wurde, kann der zweite
Lastanschluss 112 des ersten Leistungshalbleiter-
Die 11, der elektrisch mit der gemeinsamen Basis
210 verbunden und an dieser montiert ist, eine Rlck-
seitenmetallisierung umfassen. Zum Beispiel ist eine
solche Riickseitenmetallisierung nicht strukturiert,
sondern homogen gebildet. Analog dazu kann der
zweite Lastanschluss 122 des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die 12, der elektrisch mit der gemeinsa-
men Basis 210 verbunden und an dieser montiert
ist, eine Rilckseitenmetallisierung umfassen. Zum
Beispiel ist auch die Rulckseitenmetallisierung des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 nicht strukturiert,
sondern homogen gebildet.

[0058] Im Gegensatz dazu, wie in Fig. 7 veran-
schaulicht, kann die Vorderseite 125 des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 dort, wo sein erster Last-
anschluss 121 angeordnet ist, strukturiert sein, z. B.
wenigstens mit Bezug auf ein aktives Gebiet 127 und
ein Randabschlussgebiet 128, das das aktive Gebiet
127 umgibt. Zum Beispiel erstreckt sich das Randa-
bschlussgebiet 128 lateral so weit, bis es durch den
Die-Rand 129 abgeschlossen wird, der zum Beispiel
durch Waferzerteilen entstehen kann. Daher kann
der erste Lastanschluss 121 des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die 12, der elektrisch mit der gemeinsa-
men Basis 210 verbunden und an dieser montiert
ist, eine Vorderseitenmetallisierung umfassen und
einen Teil der Vorderseite bilden, die strukturiert
sein kann.

[0059] Bei einer Ausfiihrungsform kann das Randa-
bschlussgebiet 128 des zweiten Leistungshalbleiter-
Die 12 auf der Vorderseite 125 wenigstens eine
(nicht veranschaulichte) Zone beinhalten, die dazu
konfiguriert ist, das elektrische Potential des zweiten
Lastanschlusses 122 des zweiten Leistungshalblei-
ter-Die 12 aufzuzeigen.

[0060] Analog dazu kann die Vorderseite 115 des
ersten Leistungshalbleiter-Die 11 dort, wo sein erster
Lastanschluss 111 angeordnet ist, strukturiert sein,
z. B. wenigstens mit Bezug auf ein aktives Gebiet
und ein Randabschlussgebiet, das das aktive Gebiet
umgibt, und/oder mit Bezug auf einen isolierten
Steueranschluss auf der Vorderseite 115, wie unten
ausfuhrlicher erklart wird.

[0061] Die Leiterrahmenstruktur 21 kann ferner
einen gemeinsamen AuRenanschluss 215 umfas-
sen, der sich aus dem Gehausekoérper 20 heraus
erstreckt und elektrisch mit der gemeinsamen Basis
210 verbunden ist. Zum Beispiel ist die gemeinsame
Basis 210 in dem Inneren des Gehadusekorpers 20
angeordnet, passt nahtlos zu dem AuRenanschluss
215, wie schematisch in Fig. 3A und Fig. 3B veran-
schaulicht ist.

[0062] Der (die) erste(n) AuRenanschluss (Aulien-
anschlisse) 211 kann (kénnen) elektrisch mit dem
ersten Lastanschluss 111 des ersten Leistungshalb-
leiter-Die 11 innerhalb des Inneren des Gehausekor-
pers 20 verbunden sein und der (die) zweite(n)
Auflenanschluss (AuRenanschlisse) 212 der Leiter-
rahmenstruktur 21 kann (kénnen) elektrisch mit dem
zweiten Lastanschluss 122 des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die 12 innerhalb des Inneren des Gehau-
sekorpers 20 verbunden sein. Die Anschliisse 211,
212 und 215 kénnen elektrisch voneinander isoliert
sein.

[0063] Im Gegensatz zu der schematischen Veran-
schaulichung in Fig. 3A und Fig. 3B konnen alle
Anschlisse 211, 212 und 215 die Geh&auseseiten-
wand (Gehauseseitenwande) 203 bei dem gleichen
vertikalen Niveau durchqueren, wie z. B. in Fig. 1A
und Fig. 1B veranschaulicht ist. Ferner ist es auch
moglich, dass die Leiterrahmenstruktur 21 mehr als
einen gemeinsamen Aullenanschluss 215 beinhal-
tet, wobei sich ein solcher (nicht veranschaulichter)
weiterer gemeinsamer Aufienanschluss von der
gemeinsamen Basis 210 aus dem Inneren des Geh-
ausekorpers 20 auf der gleichen Gehauseseiten-
wand 203 wie der zweite Auflenanschluss 212
heraus erstrecken konnte.

[0064] Wie oben erklart, sind der erste Leistungs-
halbleiter-Die 11 und der zweite Leistungshalbleiter-
Die 12 getrennt voneinander innerhalb des Inneren
des Gehausekorpers 20 angeordnet. Zum Beispiel
betragt der Abstand entlang der ersten lateralen
Richtung X zwischen einem Rand 119 des ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 und einem Rand 129 des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 wenigstens 20
pm.

[0065] Zum Beispiel ist der erste Leistungshalblei-
ter-Die ein Transistor oder eine Diode und ist der
zweite Leistungshalbleiter-Die 12 eine Diode. Daher
kann der zweite Lastanschluss 112 des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 ein Drain-Anschluss oder ein
Kollektoranschluss oder ein Kathodenanschluss
sein. Wie oben erklart, kann dieser zweite Lastan-
schluss 112 auf der Riickseite 116 des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 angeordnet sein und kann
diese Ruickseite 116 auf der gemeinsamen Basis
210 der Leiterrahmenstruktur 21 montiert sein. Die
Rickseite 116 des ersten Leistungshalbleiter-Die
11 kann aus einer homogen gebildeten Rickseiten-
metallisierung bestehen, die (wenigstens einen Teil
des) den zweiten Lastanschluss 12 bildet. Zum Bei-
spiel wird diese Rickseitenmetallisierung an die
gemeinsame Basis 210 angelotet. Dementspre-
chend kann der zweite Lastanschluss 112 des ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 in Kontakt mit der gemein-
samen Basis 210 angeordnet sein.
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[0066] Der erste Lastanschluss 121 des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 kann ein Anodenan-
schluss oder ein Source-Anschluss oder ein Emitter-
anschluss sein. Wie oben erklart, ist der erste Last-
anschluss 121 auf der Vorderseite 125 des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 angeordnet und kann
diese Vorderseite 125 mit der gemeinsamen Basis
210 der Leiterrahmenstruktur 21 gekoppelt sein.
Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Kopplung zwi-
schen der Vorderseite 125 des zweiten Leistungs-
halbleiter-Die 12 und der gemeinsamen Basis 210
werden weiter unten erklart.

[0067] Die gemeinsame Basis 210 kann aus einem
elektrisch leitfahigen Material gefertigt sein. Daher
kénnen der zweite Lastanschluss 112 des ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 und der erste Lastan-
schluss 121 des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12
mittels wenigstens der gemeinsamen Basis 210
elektrisch miteinander verbunden, z. B. kurzge-
schlossen, sein.

[0068] Ein Bereich der Innenoberflache der gemein-
samen Basis 210, der der Riickseite 116 des ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 und der Vorderseite 125
des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 zugewandt
ist, kann groRer als die Summe der Flache der Vor-
derseite 115 des ersten Leistungshalbleiter-Die 11
und der Flache der Vorderseite 125 des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 sein. Bei einer Ausflih-
rungsform Uberlappen sowohl die Vorderseite 115
als auch die Vorderseite 125 lateral die Innenoberfla-
che der gemeinsamen Basis 210 vollstandig.

[0069] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 5 kann der
erste Leistungshalbleiter-Die 11 ferner einen Steuer-
anschluss 113 auf seiner Vorderseite 115, z. B. einen
Gate-Anschluss, umfassen. Zum Beispiel ist der
Steueranschluss 113 dazu konfiguriert, den ersten
Leistungshalbleiter-Die 11 als Reaktion auf ein ent-
sprechendes Steuersignal in einen leitenden
Zustand oder einen sperrenden Zustand zu setzen.
Der Steueranschluss 113 kann elektrisch von sowohl
dem ersten Lastanschluss 111 als auch dem zweiten
Lastanschluss 112 des ersten Leistungshalbleiter-
Die 11 isoliert sein.

[0070] Die Leiterrahmenstruktur 21 kann ferner
einen dritten AuRenanschluss 213 umfassen, der
sich aus dem Gehausekorper 20 heraus erstreckt.
Der dritte Auf3enanschluss 213 kann elektrisch mit
dem Steueranschluss 113 verbunden sein, z. B. mit-
tels eines (nicht veranschaulichten) Gate-Runners
des ersten Leistungshalbleiter-Die 11.

[0071] Jeder der Anschlisse 211, 212, 213 und 215
kann dazu konfiguriert sein, mit der Stitze 7, z. B.
einer PCB, z. B. mittels Einsetzen eines Lotverarbei-
tungsschrittes gekoppelt zu werden. Jeder der
Anschlisse 211, 212, 213 und 215 kann sich aus

dem Inneren des Gehausekorpers 20 nach auler-
halb des Gehausekodrpers 20 erstrecken.

[0072] Gemal einer Ausflihrungsform weicht die
Technik des Koppelns des ersten Leistungshalblei-
ter-Die 11 mit der gemeinsamen Basis 210 von der
Technik des Koppelns des zweiten Leistungshalblei-
ter-Die 12 mit der gemeinsamen Basis 210 ab. Mit
Bezug auf die in Fig. 6A-B schematisch veranschau-
lichten Ausflihrungsbeispiele soll dies ausfihrlicher
erklart werden.

[0073] Zum Beispiel ist, wie in Fig. 6B veranschau-
licht, der zweite Lastanschluss 112 (der die Riicksei-
tenmetallisierung auf der Riickseite 116 umfassen
bzw. aus dieser gefertigt sein kann) des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 in Kontakt mit der gemeinsa-
men Basis 210 der Leiterrahmenstruktur 21 angeord-
net. Zum Beispiel ist eine Rlckseitenmetallisierung
des ersten Leistungshalbleiter-Die 11 direkt an der
Innenoberflache der gemeinsamen Basis 210 durch
z. B. Léten montiert.

[0074] Im Gegensatz dazu ist der erste Lastan-
schluss 121 (der die Vorderseitenmetallisierung
umfassen bzw. aus dieser gefertigt sein kann) des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 raumlich von der
gemeinsamen Basis 210 verschoben, z. B. entlang
der vertikalen Richtung Z, wie in Fig. 6A veranschau-
licht ist. Obwohl die Vorderseitenmetallisierung des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 elektrisch mit der
gemeinsamen Basis 210 verbunden sein kann, ist sie
zum Beispiel nicht in Kontakt mit der gemeinsamen
Basis 210 angeordnet. Es versteht sich, dass die
Weise des Koppelns der Vorderseite 125 des zwei-
ten Leistungshalbleiter-Die 12 mit der gemeinsamen
Basis 210, wie mit Bezug auf Fig. 6A erklart, auf jede
der in Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 5 veranschaulichten
Ausfiihrungsformen angewandt werden kann.

[0075] Da die Vorderseite 125 des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die 12 strukturiert sein kann, wie
oben erklart wurde, kann es angemessen sein, den
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 vertikal von der
Innenoberflache der gemeinsamen Basis 210 um
zum Beispiel einen minimalen Abstand von wenigs-
tens 50 ym, wenigstens 200 ym oder wenigstens 550
pum verschoben anzuordnen. Zum Beispiel kann auf-
grund des minimalen Abstands zwischen der Innen-
oberflache der gemeinsamen Basis 210 und dem
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 vermieden wer-
den, dass eine homogene Verteilung des elektri-
schen Potentials der gemeinsamen Basis 210 einen
Verlauf eines elektrischen Feldes stort, das innerhalb
des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 vorhanden
ist. Ein solcher Verlauf eines elektrischen Feldes
kann von der Struktur der Vorderseite 125 des zwei-
ten Leistungshalbleiter-Die 12 abhangen. Bei einer
Ausflihrungsform ist der minimale Abstand zwischen
dem zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 und der
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Innenoberflache der gemeinsamen Basis 210 so
gewahlt, dass die Anwesenheit der gemeinsamen
Basis 210 (und ihrer homogenen Verteilung des
elektrischen Potentials) eine Nennspannung (maxi-
male Sperrspannung) nicht reduziert, fir die der
zweite Leistungshalbleiter-Die 12 gestaltet wurde.

[0076] Zu diesem Zweck kann der zweite Leistungs-
halbleiter-Die 12 bei einer Ausfuhrungsform einen
Teil einer Stapeleinheit 31 bilden, wobei die Stapel-
einheit 31 innerhalb des Gehauses 2, das heil’t
innerhalb des Inneren des Gehausekérpers 20, ein-
geschlossen ist. Die Stapeleinheit 31 kann eine
monolithische Kopplungsschicht 300 umfassen, die
zwischen der gemeinsamen Basis 210 der Leiterrah-
menstruktur 21 und der Vorderseite 125 des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 angeordnet ist. Die mono-
lithische Kopplungsschicht 300 ist zum Beispiel aus
einem Isolationsmaterial gefertigt und weist wenigs-
tens einen Durchgang 310 auf, der mit einem elekt-
risch leitfahigen Material gefillt ist. Der wenigstens
einen Durchgang 310 bildet die elektrische Verbin-
dung zwischen dem ersten Lastanschluss 121 des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 und der gemein-
samen Basis 210.

[0077] Die Kopplungsschicht 300 kann eine mini-
male Dicke entlang der vertikalen Richtung Z von
wenigstens 50 ym, wenigstens 200 ym oder wenigs-
tens 550 um aufzeigen. Zum Beispiel ist die Konfigu-
ration der Kopplungsschicht 300 an eine Durch-
bruchspannung des zweiten Leistungshalbleiter-Die
12 angepasst. Wie oben erklart wurde, kann bei der
Vorderseite 125 des Leistungshalbleiter-Die 12 auch
eine Zone angeordnet sein, die das elektrische
Potential des zweiten Lastanschlusses 121 des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 oder ein elektri-
sches Potential ahnlich zu diesem elektrischen
Potential des zweiten Lastanschlusses 121 aufzeigt.

[0078] Daher kann die monolithische Kopplungs-
schicht 300 dazu konfiguriert sein, einen Durchbruch
entlang einer lateralen Richtung (z. B. der Richtung X
oder Y), z. B. entlang eines Pfades zwischen dem
aktiven Gebiet 127 und dem Randabschlussgebiet
128, und entlang der vertikalen Richtung Z, z. B. ent-
lang des Pfades zwischen dem Randabschlussge-
biet 128 und der Innenoberflache der gemeinsamen
Basis 210, zu vermeiden.

[0079] Eine laterale Struktur der Kopplungsschicht
300 kann durch die Anzahl der Durchgange 310,
die Position der Durchgange 310 und die Abmessun-
gen der Durchgange 310 gebildet werden. Zum Bei-
spiel kann die laterale Struktur der Kopplungsschicht
300 gemal der Struktur der Vorderseite 125 des
zweiten Leistungshalbleiter-Die 12 konfiguriert sein.

[0080] Weitere optionale Merkmale der Kopplungs-
schicht 300 werden unten ausflhrlicher erklart.

[0081] Es ist hier auch ein Leistungswandler offen-
bart, von dem ein Ausflihrungsbeispiel schematisch
in Fig. 4 veranschaulicht ist. Zum Beispiel ist der
Leistungswandler 4 dazu konfiguriert, ein Eingabe-
leistungssignal von einer Eingabeleistungsquelle
40, z. B. einer AC-Quelle (AC: Alternating Current -
Wechselstrom), zu empfangen und das Eingabeleis-
tungssignal in ein Ausgabeleistungssignal, z. B. ein
DC-Signal (DC: Direct Current - Gleichstrom), umzu-
wandeln und das Ausgabeleistungssignal fir eine
Last 49 bereitzustellen.

[0082] Zum Beispiel stellt die Leistungsquelle 40
eine AC-Spannung bereit, wobei diese AC-Span-
nung mittels einer Diodenbriicke 41 des Leistungs-
wandlers 4 gleichgerichtet und durch einen Puffer-
kondensator 412 gepuffert wird. Die Diodenbriicke
41 kann wenigstens vier Dioden 4111 bis 4114
umfassen, die so angeordnet sind, dass die AC-
Spannung in eine DC-Spannung umgewandelt wird,
die durch den Pufferkondensator 412 gepuffert wird.

[0083] Stromabwarts des Pufferkondensators 412
kann eine Spule 43 und stromabwarts von dieser
ein Glattungskondensator 44, der parallel mit der
Last 49 verbunden ist, angeordnet sein.

[0084] Eine Leistungshalbleiteranordnung, die
einen ersten Leistungshalbleiter-Die 11, der bei
dem veranschaulichten Beispiel ein MOSFET ist,
und einen zweiten Leistungshalbleiter-Die 12
umfasst, der bei dem veranschaulichten Beispiel
eine Diode ist, ist zwischen dem Glattungskondensa-
tor 44 und der Spule 43 angeordnet.

[0085] Der Leistungswandler 4 umfasst wenigstens
ein Gehduse 2, das auf die gleiche Weise wie eine
der oben beschriebenen Ausflihrungsformen konfi-
guriert sein kann. Daher kann das einzige Gehause
2 sowohl die Diode 12 als auch den MOSFET 11
integrieren, wobei die Diode 12 und der MOSFET
11 innerhalb des Inneren des Gehausekoérpers 20
angeordnet sind, zum Beispiel auf eine wie in Fig. 5
veranschaulichte Weise. Der gemeinsamen Aulen-
anschluss 215, der elektrisch mit der gemeinsamen
Basis 210 verbunden ist bzw. einen integralen Teil
von dieser bildet, ist elektrisch mit der Spule 43 in
einem Gebiet aulBerhalb des Gehausekorpers 20
verbunden. Innerhalb des Inneren des Gehausekor-
pers 20 ist der gemeinsame Auflenanschluss 215
mittels der gemeinsame Basis 210 elektrisch mit
sowohl dem Drain-Anschluss 112 des MOSFET 11
als auch dem Anodenanschluss 121 der Diode 12
verbunden.

[0086] Wie beispielhaft veranschaulicht, sind die
Diode 12 und der MOSFET 11 nicht elektrisch paral-
lel miteinander verbunden; nur der Drain-Anschluss
112 des MOSFET 11 und der Anodenanschluss 121
der Diode 12 zeigen das gleiche elektrische Potential
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auf. Der Source-Anschluss 111 des MOSFET 11 und
der Kathodenanschluss 122 der Diode 12 sind elekt-
risch nicht miteinander verbunden. Stattdessen ist
der erste AulRenanschluss 211 (elektrisch mit dem
Source-Anschluss 111 verbunden) elektrisch mit
einem ersten Anschluss 441 des Glattungskonden-
sators 44 verbunden und ist der zweite Aul3enan-
schluss 212 (elektrisch mit dem Kathodenanschluss
122 verbunden) elektrisch mit einem zweiten
Anschluss 442 des Glattungskondensators 44 ver-
bunden.

[0087] Der hier offenbarte Leistungswandler 4 ist
nicht auf die schematisch und beispielhaft in Fig. 4
veranschaulichte Schaltkreiskonfiguration
beschrankt. Stattdessen kann der Leistungswandler
4 eine willkirliche Konfiguration aufzeigen, die
wenigstens zwei getrennte Leistungshalbleiter-Dies
beinhaltet, die innerhalb eines einzigen Gehauses 2
angeordnet sind, z. B. auf eine wie oben beispielhaft
veranschaulichte Weise.

[0088] Weiter kann zusatzlich oder alternativ zu
dem Gehause 2, das sowohl den MOSFET 11 als
auch die Diode 12 integriert, ein anderes (nicht ver-
anschaulichtes) Gehduse die beiden Dioden 4111
und 4113 integrieren und/oder kann noch ein ande-
res (nicht veranschaulichtes) Gehause die beiden
Dioden 4112 und 4114 integrieren. Die Integration
der Dioden 4111 und 4113 (und/oder der Dioden
4112 und 4114) kann auf eine wie z. B. mit Bezug
auf Fig. 3A und Fig. 3B erklarte Weise stattfinden.
Zum Beispiel sind sowohl der Anodenanschluss der
Diode 4111 als auch der Kathodenanschluss der
Diode 4113 der gemeinsamen Basis des Gehduses
zugewandt, das diese zwei Dioden 4111 und 4113
integriert, und sind elektrisch mit dieser gemeinsa-
men Basis verbunden.

[0089] Hier ist auch ein Verfahren prasentiert, von
dem Ausflihrungsbeispiele schematisch und bei-
spielhaft in Fig. 8 bis Fig. 10 veranschaulicht sind.

[0090] Zum Beispiel kann das Verfahren 5 unter
Bezugnahme auf Fig. 8 Bereitstellen eines verarbei-
teten ersten Wafers 10 (vergleiche Schritt 57) umfas-
sen, wobei der erste Wafer 10 eine Vorderseite 125
und eine Riickseite 126 aufweist und mehrere Leis-
tungshalbleiter-Dies 12 beinhaltet, die innerhalb des
ersten Wafers 10 durch Verarbeiten seiner Vorder-
seite 125 implementiert wurden, wobei jeder der
Leistungshalbleiter-Dies 12 einen ersten Lastan-
schluss 121 auf der Vorderseite 125 und einen zwei-
ten Lastanschluss 122 auf der Riickseite 126 auf-
weist.

[0091] Zum Beispiel kann der oben beschriebene
zweite Leistungshalbleiter-Die 12 einer der Dies
sein, die in dem bereitgestellten ersten Halbleiterwa-
fer 10 enthalten sind. Mit anderen Worten kann der

bereitgestellte erste Halbleiterwafer 10 mehrere
zweite Leistungshalbleiter-Dies 12 beinhalten. Zum
Beispiel ist jeder der zweiten Leistungshalbleiter-
Dies 12 als eine jeweilige Diode implementiert. Bei
einer anderen Ausfiuihrungsform zeigen die zweiten
Leistungshalbleiter-Dies 12 eine von einer Dioden-
konfiguration verschiedene Konfiguration auf, z. B.
eine Transistorkonfiguration.

[0092] Auf der Riickseite 126 des ersten Wafers 10
kann eine homogen gebildete unstrukturierte Rick-
seitenmetallisierung angeordnet sein, die (wenigs-
tens einen Teil von) samtliche zweite Lastanschliisse
122 samtlicher Leistungshalbleiter-Dies 12, die
innerhalb des ersten Wafers 10 integriert sind, bilden
kann.

[0093] Der bereitgestellte verarbeitete erste Wafer
10 kann mehrere Zerteilungsbereiche 18 beinhalten,
die die Leistungshalbleiter-Dies 12 voneinander
separieren. Die Leistungshalbleiter-Dies 12 kénnen
innerhalb jeweiliger Die-Bereiche 17 des bereitge-
stellten verarbeiteten ersten Wafers 10 angeordnet
sein. Zum Beispiel beinhaltet jeder Die-Bereich 17
einen Leistungshalbleiter-Die 12. Auf der Vorderseite
125 kann jeder Die-Bereich 17 strukturiert sein, z. B.
wenigstens mit Bezug auf ein aktives Gebiet (verglei-
che das in Fig. 7 veranschaulichte aktive Gebiet 127)
und ein Randabschlussgebiet (vergleiche das in
Fig. 7 veranschaulichte Randabschlussgebiet 128).
Zum Beispiel begrenzen die Zerteilungsbereiche 18
die Randabschlussgebiete 128 der Die-Bereiche 17.

[0094] Zum Beispiel kdnnen ein oder mehrere Zer-
teilungsverarbeitungsschritte, z. B. ein oder mehrere
Laserzerteilungsverarbeitungsschritte, entlang der
Zerteilungsbereiche 18 ausgefiihrt werden, so dass
die getrennten Leistungshalbleiter-Dies 12 heraus-
geschnitten werden.

[0095] Bei einer Ausfiihrungsform wird ein nicht ver-
arbeiteter zweiter Wafer 30 bereitgestellt, bevor der
bereitgestellte verarbeitete erste Wafer 10 in die
getrennten Leistungshalbleiter-Dies 12 separiert
wird, vergleiche Schritt 51. Der zweite Wafer 30 ist
schematisch und beispielhaft in dem oberen
Abschnitt aus Fig. 8 in vier unterschiedlichen Verar-
beitungsphasen I-IV des Verfahrens 5 veranschau-
licht, das nach dem Bereitstellen des zweiten Wafers
30 stattfinden kann.

[0096] Zum Beispiel ist der zweite Wafer 30 aus
einem elektrisch isolierenden Material, z. B. Glas,
gefertigt und weist eine erste Seite 301 und eine
zweite Seite 302 dieser gegeniberliegend auf. Bei
einer Ausfiihrungsform ist der zweite Wafer 30 ein
bloRer Glaswafer. Wie hier verwendet, bedeutet der
Ausdruck ,nichtverarbeitet®, dass der zweite Wafer
30 nicht einen oder mehrere integrierte Leistungs-
halbleiter-Dies oder dergleichen beinhaltet. Der Aus-
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druck ,nichtverarbeitet” schlief3t jedoch nicht aus,
dass der zweite Wafer 30 auf irgendeine Art verarbei-
tet wurde, bevor er bereitgestellt wird. Z. B. kann der
zweite Wafer 30, bevor er bereitgestellt wird, zuvor
einem Reinigungsverarbeitungsschritt, einem
Schleifverarbeitungsschritt und/oder einem Polier-
verarbeitungsschritt unterzogen worden sein.

[0097] Der bereitgestellte zweite Wafer 30 (verglei-
che Phase |) kann dann mehreren Verarbeitungs-
schritten unterzogen werden.

[0098] Bei einer Ausfiihrungsform wird wenigstens
einer der Verarbeitungsschritte, denen der zweite
Wafer 30 unterzogen wird, in Abhangigkeit von der
Konfiguration des ersten Wafers 10, z. B. in Abhan-
gigkeit von dem Muster, das durch die Die-Bereiche
17 und die Zerteilungsbereiche 18 gebildet wird, z. B.
basierend auf der lateralen Struktur der Vorderseite
125, ausgefiihrt. Zum Beispiel werden einer oder
mehrere der Verarbeitungsschritte, denen der zwei-
ten Wafer 30 unterzogen wird, wenigstens basierend
auf der Position und den GréRen der ersten Lastan-
schliisse 121, die auf der Vorderseite 125 angeord-
net sind, ausgeflhrt.

[0099] Zum Beispiel werden in Schritt 532 mehrere
Vertiefungen 310-1 innerhalb des zweiten Wafers 30
gebildet. Zum Beispiel wird fir jeden Die-Bereich 17,
z. B. fir jeden ersten Lastanschluss 121, eine
getrennte Vertiefung 310-1 gebildet.

[0100] Zum Beispiel sind die ersten Lastanschlisse
121 des bereitgestellten ersten Wafers 10 gemaf
einer Layoutstruktur angeordnet, wobei das Bilden
(vergleiche Schritt 53) der mehreren Vertiefungen
310-1 innerhalb des zweiten Wafers 30 in Abhangig-
keit von der Layoutstruktur ausgefihrt wird. Zum Bei-
spiel wird eine GittergrofRe, wie zum Bilden der Die-
Bereiche 17 verwendet, auch zum Bilden der Vertie-
fungen 310-1 verwendet, oder eine GittergroRe, die
kleiner als die GittergréRe ist, die zum Bilden der Die-
Bereiche 17 verwendet wird. Jede Vertiefung 310-1
kann einen rechteckigen horizontalen Querschnitt, z.
B. mit abgerundeten Ecken, aufweisen. Bei einer
anderen Ausflhrungsform weist jede Vertiefung
310-1 einen kreisférmigen oder ellipsoiden Quer-
schnitt auf.

[0101] Die Vertiefungen 310-1 kénnen auf der ers-
ten Seite 301 gebildet werden, so dass sie sich in
einer wannenartigen Weise in den zweiten Wafer
30 erstrecken. Zum Beispiel gehen gemal einer
schematisch in Fig. 8 veranschaulichten Ausfih-
rungsform die Vertiefungen 310-1 nicht durch den
zweiten Wafer 30 hindurch. Bei einer anderen Aus-
fuhrungsform, wie mit Bezug auf Fig. 9 und Fig. 10
erklart wird, werden die Vertiefungen 310-1 vor einer
weiteren Verarbeitung entweder innerhalb eines ein-
zigen Verarbeitungsschrittes oder innerhalb einiger

Verarbeitungsschritte als Durchleitungsdurchgéange
310 gebildet.

[0102] Das Bilden der Vertiefungen 310-1 kann
Lithografie- und Atzverarbeitungsschritte beinhalten.
Jede Vertiefung 310-1 kann in Abhangigkeit von
einer minimalen notwendigen Dicke, z. B. zum
Sicherstellen von Spannungsdurchbrucheigenschaf-
ten, eine Tiefe von wenigstens einigen pym aufzeigen.

[0103] Dann werden die Vertiefungen 310-1 mit
einem leitfahigen Material gefiillt, vergleiche Schritt
55/Phase 1V, schraffierter Bereich. Dies kann einen
galvanischen Plattierungsverarbeitungsschritt bein-
halten, wobei z. B. Kupfer als das leitfahige Material
verwendet werden kann. Vor dem Fillen kann eine
Keimschicht abgeschieden, z. B. gesputtert, werden,
wobei die Keimschicht eine Titan(oder Titanwolf-
ram)-Teilschicht und eine Kupferteilschicht umfas-
sen kann. Die Keimschicht kann anschlieend z. B.
mittels eines Polierverarbeitungsschrittes, wie etwa
eines Chemisch-Mechanisches-Polieren(CMP)-
Schrittes, teilweise entfernt werden, z. B. von Mesa-
gebieten zwischen den Vertiefungen 310-1.

[0104] Als ein vorbereitender Schritt 534 (vergleiche
Phase lll) kdnnen ein oder mehrere Streifengraben
311 bereitgestellt werden, die sich lateral durch eine
jeweilige Teilmenge der mehreren Vertiefungen
310-1 erstrecken und die den Fullschritt 55 erleich-
tern. Zum Beispiel minden alle Streifengraben 311
in eine aulerste Fillwanne 317 des zweiten Wafers
30, wobei die Flllwanne 317 als ein Empfanger fir
das leitfahige Material dienen kann.

[0105] In Schritt 57 wird ein Stapel 3 durch Anbrin-
gen des zweiten Wafers 30 an der Vorderseite 125
des ersten Wafers 10 anschlieBend an den Fiillschritt
55 gebildet, wobei das leitfahige Material die ersten
Lastanschlisse 121 der Leistungshalbleiter-Dies 12
elektrisch kontaktiert.

[0106] Zum Beispiel ist jeder der ersten Lastan-
schlisse 121 von einem Randabschlussgebiet 128
des jeweiligen Leistungshalbleiter-Die 12 umgeben,
wobei, wahrend der Anbringungsschritt 57 durchge-
fuhrt wird, sichergestellt wird, dass das Randa-
bschlussgebiet 128 nur durch das Isolationsmaterial
des zweiten Wafers 30 bedeckt ist und nicht durch
das elektrisch leitfahige Material. Dies wird ausfiihr-
licher mit Bezug auf die Varianten verdeutlicht, die
mit Bezug auf die Fig. 9 und Fig. 10 beschrieben
sind.

[0107] Anbringen des ersten Wafers 10 und des
zweiten Wafers 30 aneinander kann einen Wafer-
bondverarbeitungsschritt umfassen.

[0108] Es wird sichergestellt, dass das leitfahige
Material eine elektrische Verbindung zwischen der
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ersten Seite 301 und der zweiten Seite 302 des zwei-
ten Wafers 30 bereitstellt. Gemal der in Fig. 8 ver-
anschaulichten Ausfiihrungsform kann dies durch
Entfernen von Abschnitten der zweiten Seite 302
(vergleiche Schritt 533) erreicht werden, z. B. indem
die zweite Seite 302 einem Ablationsverarbeitungs-
schritt, z. B. einem Schleifverarbeitungsschritt, unter-
zogen wird, so dass die gebildeten Vertiefungen
310-1 nun Durchleitungsdurchgéange 310 bilden, die
den zweiten Wafer 30 vollstandig durchdringen.

[0109] SchlieRlich kann der Stapel 3 in Schritt 59
einem Separations-, z. B. Zerteilungsverarbeitungs-
schritt, unterzogen werden, gemafR dem der Stapel
entlang Zerteilungslinien (mittels der drei vertikalen
Pfeile in Fig. 8 veranschaulicht) zerteilt wird und
mehrere Stapeleinheiten 31 bereitgestellt werden.

[0110] Wie oben erklart wurde, kann eine solche
Stapeleinheit 31 zusammen mit dem ersten Leis-
tungshalbleiter-Die 11 in einem einzigen Gehause 2
eingeschlossen werden. Der Abschnitt des zweiten
Wafers 30, der einen Teil der Stapeleinheit 31 bildet,
stellt dann die monolithische Kopplungsschicht 300
bereit, wobei das leitfahige Material, das in den
Durchgangen 310 enthalten ist, sowohl die gemein-
same Basis 210 als auch den ersten Lastanschluss
121 kontaktiert.

[0111] Dementsprechend kann zum Beispiel das Bil-
den der mehreren Vertiefungen 310-1 innerhalb des
zweiten Wafers 30 Transformieren der Vertiefungen
310-1 in Durchleitungsdurchgange 310 (hier auch als
Durchgange 310 bezeichnet) vor (vergleiche Varian-
ten gemaR Fig. 9-10) oder nach dem Fiillen (verglei-
che Fig. 8) der mehreren Vertiefungen 310-1 mit
dem leitfahigen Material beinhalten.

[0112] Mit anderen Worten kann das Verfahren 5
Konfigurieren des zweiten Wafers 30 als die Kopp-
lungsschicht 300 umfassen, wobei die erste Seite
301 oder die zweite Seite 302 des zweiten Wafers
30 dazu konfiguriert ist, mit einer Leiterrahmenstruk-
tur 21 eines Gehauses 2 gekoppelt zu werden.

[0113] Zum Beispiel kann das Verfahren 5 ferner
Separieren (vergleiche Schritt 59) des Stapels 3 in
mehrere Stapeleinheiten 31 und Anordnen von
wenigstens einer der Stapeleinheiten 31 innerhalb
eines Gehausekorpers 20 des Gehduses 2 umfas-
sen, wobei das Anordnen der wenigstens einen Sta-
peleinheit 31 elektrisches Verbinden des leitfahigen
Materials mit der Leiterrahmenstruktur 21 des Geh-
auses 2 beinhaltet.

[0114] Mit Bezug auf Fig. 9 und Fig. 10 sollen
Varianten des Verfahrens 5 beschrieben werden.

[0115] Zum Beispiel wird der nichtverarbeitete
zweite Wafer 30 in Schritt 51 bereitgestellt. Innerhalb

einer Schrittfolge 53 werden die Durchgénge 310
gebildet, d. h., bevor der Fillschritt ausgefiihrt wird.
Das Bilden der Durchgange 310 kann durch Verar-
beiten von sowohl der ersten Seite 301 als auch der
zweiten Seite 302 (wie in Fig. 8 und Fig. 9 veran-
schaulicht) oder durch Verarbeiten von lediglich der
ersten Seite 301 (wie in Fig. 10 veranschaulicht)
stattfinden.

[0116] In Schritt 531 wird eine erste Schicht 371, z.
B. eine Maskierungsschicht, auf der ersten Seite 301
des zweiten Wafers 30 bereitgestellt (wobei Fig. 8
und Fig. 9 lediglich einen Waferabschnitt 300 veran-
schaulichen, der spater die Kopplungsschicht bilden
kann). Ferner wird eine zweite Schicht 372, z. B. eine
Maskierungs- oder Stitzschicht, auf der zweiten
Seite 302 bereitgestellt, vergleiche Schritt 531 in
Fig. 9 und Fig. 10. Zum Beispiel kbnnen gemaf der
Ausfiihrungsform aus Fig. 9 die erste Schicht 371
und die zweite Schicht 372 die gleiche laterale Struk-
tur aufzeigen und sind lateral miteinander ausgerich-
tet. Das Bereitstellen der Schichten 371 und 372
kann einen oder mehrere doppelseitige lithographi-
sche Verarbeitungsschritte oder gemaf der Ausfiih-
rungsform aus Fig. 10 einen oder mehrere einseitige
lithographische Verarbeitungsschritte beinhalten.

[0117] In Schritt 532 kann der zweite Wafer 30
einem oder mehreren Entfernungsschritten, z. B.
einem oder mehreren Atzverarbeitungsschritten,
unterzogen werden. Zum Beispiel wird gemaf der
in Fig. 10 veranschaulichten Ausfihrungsform der
Entfernungsschritt so ausgefiihrt, dass der Durchlei-
tungsdurchgang 310 gebildet wird. GemaR der in
Fig. 9 veranschaulichten Ausfihrungsform kénnen
sowohl die erste Seite 301 als auch die zweite Seite
302 einem jeweiligen Atzverarbeitungsschritt unter-
zogen werden, wodurch die Vertiefungen 310-1 (die
sich von der ersten Seite 301 in den zweiten Wafer
30 erstrecken) und 310-2 (die sich von der zweiten
Seite 302 in den zweiten Wafer 30 erstrecken)
erzeugt werden, die sich vereinigen, sodass der
Durchgang 310 gebildet wird.

[0118] In Abh&ngigkeit davon, wie der Entfernungs-
schritt 532 ausgefiihrt wird, kann eine Atznase 315
entstehen, die sich lateral in die Durchgange 310
erstreckt, wie in Fig. 9 (auf eine Ubertriebene
Weise) veranschaulicht ist. Zum Beispiel kann die
Atznase 315 aufgrund der zwei Atzflanken entste-
hen, die durch den doppelseitigen Atzverarbeitungs-
schritt verursacht werden. Danach kann innerhalb
des Verarbeitungsschrittes 535 die erste Schicht
371 (und, falls vorhanden, die zweite Schicht 372)
entfernt werden und kann optional ein Klebstoff auf
der Seite des zweiten Wafers 30 (z. B. der zweiten
Seite 302) bereitgestellt werden, die mit dem ersten
Wafer 10 gekoppelt wird.
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[0119] Gemé&l den in Fig. 9 und Fig. 10 veran-
schaulichten Ausfiihrungsformen wird der zweite
Wafer 30 innerhalb des Schrittes 57 an dem ersten
Wafer 10 angebracht, wahrend er bereits den Durch-
leitungsdurchgang 310 aufzeigt, wobei der Durchlei-
tungsdurchgang 310 hohl und z. B. noch nicht mit
dem elektrisch leitfahigen Material gefillt ist. Im
Gegensatz dazu wird der zweite Wafer 30 gemal
der schematisch in Fig. 8 veranschaulichten Ausfiih-
rungsform an dem ersten Wafer 10 angebracht, wéh-
rend die Vertiefungen 310-1 mit dem elektrisch leit-
fahigen Material gefllt sind.

[0120] Zurick zu Fig. 9 und Fig. 10, wie mit Bezug
auf Schritt 57 veranschaulicht, kann jeder Durchgang
310 im Vergleich zu der horizontalen Querschnittsfla-
che des zweiten Lastanschlusses 122 des Leis-
tungshalbleiter-Die 12 eine kleinere horizontale
Querschnittsflache aufweisen. Wie oben z. B. mit
Bezug auf Fig. 7 erklart wurde, kann das aktive
Gebiet 127 des Leistungshalbleiter-Die 12 von dem
Randabschlussgebiet 128 umgeben sein. Zum Bei-
spiel kann innerhalb des Randabschlussgebiets 128
und auf der Vorderseite 125 auch eine (nicht veran-
schaulichte) Zone angeordnet sein, die das elektri-
sche Potential des zweiten Lastanschlusses 122
oder ein anderes elektrisches Potential, das nicht
mit dem ersten Lastanschluss 121 kurzgeschlossen
ist, bereitstellt.

[0121] Gemal einer Ausfiihrungsform kdnnen das
Isolationsmaterial des zweiten Wafers 30 und die
raumlichen Abmessungen des Durchgangs 310 so
gestaltet sein, dass ein Durchbruch zwischen dem
elektrisch leitfahigen Material, das innerhalb des
Durchgangs 310 vorhanden ist (vergleiche Beschrei-
bung unten) und der Randabschlussstruktur 128 ver-
mieden wird.

[0122] Zum Beispiel kann der zweite Wafer 30 z. B.
mittels seines Isolationsmaterials und der rAumlichen
Abmessungen des Durchgangs 310 mit einer Durch-
bruchspannung konfiguriert sein, die wenigstens so
gro3 wie eine Durchbruchspannung des zweiten
Leistungshalbleiter-Die 12 ist.

[0123] Zum Beispiel kann der zweite Wafer 30 der-
art an dem ersten Wafer 10 angebracht sein, dass
das Isolationsmaterial, das den Durchgang 310
umgibt, lateral mit dem ersten Lastanschluss 121
um eine minimale Lange Dx von wenigstens 5 ym
Uberlappt. Ferner kann die minimale Dicke entlang
der vertikalen Richtung Z des Durchgangs 310
wenigstens 50 ym, wenigstens 200 ym oder wenigs-
tens 550 ym betragen.

[0124] Wie oben erklart, kann der zweite Wafer 30
aus einem Glas gefertigt sein. Bei einer anderen
Ausfiihrungsform ist der zweite Wafer aus einem

anderen lIsolationsmaterial, z. B. einem anderen
Hochspannungsdielektrikum, gefertigt.

[0125] Fir das Fiullen des Durchgangs 310 mit
einem leitfahigen Material (vergleiche Schrittfolge
55) kann eine Keimschicht 340 innerhalb des Schrit-
tes 551 auf der ersten Seite 301 des zweiten Wafers
30 und auf dem Abschnitt des ersten Lastanschlus-
ses 121, der durch den Durchgang 310 freigelegt ist,
abgeschieden, z. B. gesputtert, werden. Falls die
Atznase 315 vorhanden ist, kann diese Kopplungs-
schicht eine Unterbrechung entlang der vertikalen
Richtung Z aufzeigen, wie in Fig. 8 veranschaulicht
ist.

[0126] Danach wird die Keimschicht 340 innerhalb
des Schrittes 553 teilweise entfernt, z. B. durch Aus-
fiihren von lithografischen und Atzverarbeitungs-
schritten oder mittels eines Polierverarbeitungs-
schrittes, wie etwa eines Chemisch-Mechanisches-
Polieren(CMP)-Schrittes. Die Keimschicht 340 wird
z. B. von einer Oberflache der ersten Seite 301 ent-
fernt, die nicht den Durchgang 310 bildet, z. B. bei
Mesagebieten zwischen angrenzenden Durchgan-
gen 310, wie sowohl in Fig. 9 als auch Fig. 10 veran-
schaulicht ist.

[0127] Danach kann der Durchgang 310 in Schritt
555 mit einem elektrisch leitfahigen Material, z. B.
Kupfer, gefillt werden. Dies kann einen galvani-
schen Plattierungsverarbeitungsschritt beinhalten.
Das elektrisch leitfahige Material kann auf der Keim-
schicht 340 abgeschieden werden. Falls die Atznase
315 vorhanden ist, kdnnen leere Rdume 350 entste-
hen, die wenigstens im Wesentlichen hohl verblei-
ben.

[0128] Der Durchgang 310, der mit dem elektrisch
leitfahigen Material gefilllt ist, kann dann die elektri-
sche Verbindung zwischen dem ersten Lastan-
schluss 121 des zweiten Leistungshalbleiter-Die 12
und der gemeinsamen Basis 210 bereitstellen, wie
oben erklart ist.

[0129] R&umlich relative Begriffe, wie etwa ,unter®,
Lunterhalb®, ;niedriger, ,uber®, ,oberer* und derglei-
chen werden der Einfachheit der Beschreibung hal-
ber verwendet, um die Positionierung eines Ele-
ments relativ zu einem zweiten Element zu
beschreiben. Es wird beabsichtigt, dass diese
Begriffe zusatzlich zu denjenigen, die in den Figuren
dargestellt sind, verschiedene Orientierungen der
entsprechenden Vorrichtung einschlielen. Ferner
werden auch Begriffe wie ,erster”, ,zweiter* und der-
gleichen verwendet, um verschiedene Elemente,
Gebiete, Abschnitte usw. zu beschreiben, und es
wird ebenfalls nicht beabsichtigt, dass diese
beschrénkend sind. Uber die gesamte Beschreibung
hinweg verweisen gleiche Begriffe auf gleiche Ele-
mente.
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[0130] Wie hier verwendet, sind die Begriffe ,aufwei-
send”, ,.enthaltend, ,beinhaltend®, ,umfassend®,
.-aufzeigend“ und dergleichen offene Begriffe, die
das Vorhandensein der angegebenen Elemente
oder Merkmale angeben, aber keine zusatzlichen
Elemente oder Merkmale ausschlie3en.

Patentanspriiche

1. Gehause (2), das einen ersten Leistungshalb-
leiter-Die (11) und einen zweiten Leistungshalblei-
ter-Die (12) einschliel3t, wobei das Gehduse (2)
einen Gehausekorper (20) mit einer Gehauseober-
seite (201) und einer Gehausegrundflachenseite
(202) aufweist, wobei:

- sowohl der erste Leistungshalbleiter-Die (11) als
auch der zweite Leistungshalbleiter-Die (12) eine
jeweilige Vorderseite (115, 125) und dieser gegen-
Uberliegend eine jeweilige Riickseite (116, 126) auf-
zeigen, wobei der erste Leistungshalbleiter-Die (11)
einen ersten Lastanschluss (111) auf seiner Vorder-
seite (115) angeordnet und einen zweiten Lastan-
schluss (112) auf seiner Riickseite (116) angeordnet
aufweist und wobei der zweite Leistungshalbleiter-
Die (12) einen ersten Lastanschluss (121) auf seiner
Vorderseite (125) angeordnet und einen zweiten
Lastanschluss (122) auf seiner Riickseite (126)
angeordnet aufweist;

- das Gehduse (2) eine Leiterrahmenstruktur (21)
aufweist, die dazu konfiguriert ist, das Gehause (2)
elektrisch und mechanisch mit einer Stitze (7) zu
koppeln, wobei die Gehausegrundflachenseite
(202) der Stitze (7) zugewandt ist, wobei die Leiter-
rahmenstruktur (21) Folgendes umfasst:

a) eine gemeinsame Basis (210), wobei der zweite
Lastanschluss (112) des ersten Leistungshalbleiter-
Die (11) elektrisch mit der gemeinsamen Basis (210)
verbunden ist, wobei seine Rlckseite (116) der
gemeinsamen Basis (210) zugewandt ist, und
wobei der erste Lastanschluss (121) des zweiten
Leistungshalbleiter-Die (12) elektrisch mit der
gemeinsamen Basis (210) verbunden ist, wobei
seine Vorderseite (125) der gemeinsamen Basis
(210) zugewandt ist;

b) einen gemeinsamen AuRenanschluss (215), der
sich aus dem Gehausekorper (20) heraus erstreckt
und elektrisch mit der gemeinsamen Basis (210)
verbunden ist;

c) einen ersten AulRenanschluss (211), der sich aus
dem Gehausekorper (20) heraus erstreckt und
elektrisch mit dem ersten Lastanschluss (111) des
ersten Leistungshalbleiter-Die (11) verbunden ist;
und

d) einen zweiten AuBenanschluss (212), der sich
aus dem Gehausekorper (20) heraus erstreckt,
wobei der zweite Aulienanschluss (212) elektrisch
mit dem zweiten Lastanschluss (122) des zweiten
Leistungshalbleiter-Die (12) verbunden ist und elekt-
risch von dem ersten AulRenanschluss (211) isoliert
ist;

- der zweite Leistungshalbleiter-Die (12) einen Teil
einer Stapeleinheit (31) bildet, wobei die Stapelein-
heit (31) innerhalb des Gehauses (2) eingeschlos-
sen ist;

- die Stapeleinheit (31) eine monolithische Kopp-
lungsschicht (300) umfasst, die zwischen der
gemeinsamen Basis (210) der Leiterrahmenstruktur
(21) und der Vorderseite (125) des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die (12) angeordnet ist; und

- die monolithische Kopplungsschicht (300) aus
einem Isolationsmaterial gefertigt ist und wenigstens
einen Durchgang (310) aufweist, der mit einem
elektrisch leitfahigen Material gefullt ist; und

- der wenigstens eine Durchgang (310) die elektri-
sche Verbindung zwischen dem ersten Lastan-
schluss (121) des zweiten Leistungshalbleiter-Die
(12) und der gemeinsamen Basis (210) bildet.

2. Gehause (2) nach Anspruch 1, wobei:

- der zweite Lastanschluss (112) des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die (11) ein Drain-Anschluss oder
ein Kollektoranschluss oder ein Kathodenanschluss
ist; und

- der erste Lastanschluss (121) des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die (12) ein Anodenanschluss oder
ein Source-Anschluss oder ein Emitteranschluss ist.

3. Gehause (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei:
- der erste Lastanschluss (111) des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die (11) ein Source-Anschluss oder
ein Emitteranschluss oder ein Anodenanschluss ist;
und
- der zweite Lastanschluss (122) des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die (12) ein Kathodenanschluss
oder ein Drain-Anschluss oder ein Kollektoran-
schluss ist.

4. Gehause (2) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei:
- der erste Leistungshalbleiter-Die (11) ferner einen
Steueranschluss (113) auf seiner Vorderseite (115)
umfasst; und
- die Leiterrahmenstruktur (21) einen dritten Aul3en-
anschluss (213) umfasst, der sich aus dem Gehau-
sekorper (20) heraus erstreckt, wobei der dritte
AuRenanschluss (213) elektrisch mit dem Steueran-
schluss (113) des ersten Leistungshalbleiter-Die
(11) verbunden ist.

5. Gehause (2) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei:
- der zweite Lastanschluss (112) des ersten Leis-
tungshalbleiter-Die (11) in Kontakt mit der gemein-
samen Basis (210) der Leiterrahmenstruktur (21)
angeordnet ist; und
- der erste Lastanschluss (121) des zweiten Leis-
tungshalbleiter-Die (12) raumlich von der gemeinsa-
men Basis (210) verschoben ist.
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6. Gehause (2) nach Anspruch 5, wobei die
monolithische Kopplungsschicht (300) die raumliche
Verschiebung zwischen der gemeinsamen Basis
(210) und dem ersten Lastanschluss (121) des zwei-
ten Leistungshalbleiter-Die (12) bereitstellt.

7. Gehause (2) nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei das Isolationsmaterial der mono-
lithischen Kopplungsschicht (300) mit einer Durch-
bruchspannung konfiguriert ist, die wenigstens so
gro3 wie eine Durchbruchspannung des zweiten
Leistungshalbleiter-Die (12) ist.

8. Gehause (2) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei jeder des gemeinsamen Aul3en-
anschlusses (215), des ersten Auflenanschlusses
(211) und des zweiten Aulenanschlusses (212)
dazu konfiguriert ist, mit der Stitze (7) gekoppelt
zu werden.

9. Gehause (2) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei sich jeder des ersten Aullenan-
schlusses (211) und des zweiten Auflenanschlusses
(212) von dem Inneren des Gehdusekorpers (20)
nach auflerhalb des Gehausekdrpers (20) erstreckt.

10. Gehause (2) nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, wobei sowohl der erste Leistungs-
halbleiter-Die (11) als auch der zweite Leistungs-
halbleiter-Die (12) hergestellt wurden, indem die
jeweiligen Vorderseiten (115, 125) mehreren Verar-
beitungsschritten unterzogen wurden, die einen
oder mehrere der folgenden beinhalten: einen
Implantationsverarbeitungsschritt, einen Epitaxie-
verarbeitungsschritt, einen Diffusionsverarbeitungs-
schritt, einen Abscheidungsverarbeitungsschritt,
einen lithographischen Verarbeitungsschritt, einen
Atzverarbeitungsschritt.

11. Gehause (2) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei der zweite Leistungshalblei-
ter-Die (12) auf seiner Vorderseite (125) ein aktives
Gebiet (127) und ein Randabschlussgebiet (128),
das das aktive Gebiet (127) umgibt, beinhaltet.

12. Gehause (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprlche, wobei:
- sowohl die Vorderseite (115) des ersten Leistungs-
halbleiter-Die (11) als auch die Riickseite (126) des
zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) der Gehauseo-
berseite (201) zugewandt sind; oder wobei
- sowohl die Vorderseite (115) des ersten Leistungs-
halbleiter-Die (11) als auch die Riickseite (126) des
zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) der Gehause-
grundflachenseite (202) zugewandt sind.

13. Gehause (2) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche 1 bis 11, wobei
- sowohl die Vorderseite (115) des ersten Leistungs-
halbleiter-Die (11) als auch die Rickseite (126) des

zweiten Leistungshalbleiter-Die (12) der Gehause-
grundflachenseite (202) zugewandt sind; und

- das Gehause (2) ein Oberseitenkiihlungsgehause
ist und wobei die gemeinsame Basis (210) eine
AuRenoberflache aufweist, die eine Kihlungsober-
seite (22) des Gehauses (2) bildet.

14. Leistungswandler (4), der dazu konfiguriert
ist, ein Eingabeleistungssignal von einer Eingabe-
leistungsquelle (40) zu empfangen und das Einga-
beleistungssignal in ein Ausgabeleistungssignal
umzuwandeln und das Ausgabeleistungssignal fir
eine Last (49) bereitzustellen, wobei der Leistungs-
wandler (4) wenigstens ein Gehause (2) nach einem
der vorhergehenden Anspriiche umfasst.

15. Leistungswandler (4) nach Anspruch 14,
wobei der erste Aufenanschluss (211) und der
zweite Auflenanschluss (212) nicht miteinander
kurzgeschlossen sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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